OEM: Texas Instruments Transistor 2N2484 Datasheet

Silicon NPN Transistor

2N2484

60V / 50mA /[ 1,2W

DATASHEET

OEM — Texas Instruments

Source: Texas Instruments Databook 1968/69

Datasheet Rev. 1.3 — 03/19 — data without warranty / liability
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N \ 2MN2483, 2N2484
NPN-Silizium-Planar-Transistoren
Fiir Verstarkeranwendungen mit hoher Verstérkung, bei niedrigen
Strémen und geringem Rauschen
Garantiert niedrige Rauschwerte bei 100 Hz, 1 kHz und 10 kHz
Hohe Uisricro: min 60 V
Garantiertes hre bei le = 1 A (2N2484)
* Mechanische Daten
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* Absolute Grenzwerta
Kollektor-Basis-Spannung 60 W
Kollektor-Emitterspannung (Bem. 1) 60 W
Emitter-Basis-Spannung 6V
Kallektorstrom 50 maA,
Gasamtverlustleistung bei (od. daruntar) Ty = 256°C (Bem. 2) 0,36 W
Gesamtverlustleistung bel (od. darunter) Tg = 25°C (Bem. 3) 12W
Gesamtverlustleistung bel Tg = 100°C 068W
Kollektor-Sperrschichtternperatur 200°C
Lagerungs-Temperaturbereich —&5 °C bis 4+200°C

Bemerkungen:

1, Dieser Wert liegt an, wenn die Basis-Emitterdiode offen ist.
2, Lineare Abnahme bis Ty = 200 °C mit 2,06 mW/°C.
3. Lineare Abnahme bis Tg = 200 °C mit 685 mW/°C.
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* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25°C (wenn nicht anders angegeben)
Paramaeter Prifbedingungen 2N2483 2M2484 Elnm-
min max min max heit 1
Uisr)cpo Kollektor-Basis- lg =10 pA, lg =10 60 60 v '
Durchbruchspannung
Uipriceo Kollektor-Emitter- lg=10mA, |Ig=0 (Bem. 4) 60 60 v
Durchbruchspannung
Umn)ero Emitter-Basis- lg =10 pA, lg=0 ] -] v
Durchbruchspannung
lceo Kollektor-Basis- Uep =45V, lIg =10 10 10 nA,
Reststrom Ucp =45V, Ig =0, Ty=150°C 10 10 pA
EBO Emitter-Basis- Uga=35Y, lg=10 10 10 nA
Reststrom
hre Gleichstrom- Ucg=5Y, lg=1pA 30
verstarkung Ugg=5Y, lg=10 pA 40 120 100 500
U =5V, lg=10 pA, 10
Ty = —55°C
Ugg =5V, lg= 100 pA 75 175
Ugg =5V, g =500 uA 100 200
Ugg =5V, lg=1mA 175 250
Ucg =5V, lg=10mA (Bem, 4) 500 800
Upr Basis-Emitter- Ucg =56V, lg= 100 uA 05 07 05 07 W
spannung
Ucg{saty Kollektor-Emitter- Ig = 100 gA, lg =1 mA 0,35 035 W
Restspannung
hile KurzschluB- Ueg=5Y, lg=1mA, Ff=1kHz 15 13 35 M4 (3%
Eingangsimpadanz
ha1e KurzschiuB- B0 450 150 900
Stromverstérkung
hise Learlauf- BO0x10—Y BOOx 1079
Spannungsrickwirkung
hzse Leaerlauf- 30 40 BS
Ausgangsadmittanz
| hziel Betrag der Uce =5V, lg=50pA, f=5MHz 24 3
KurzschluB- Ugg =5V, lg=500 pA, f=30MHz 2 2
Stromverstarkung
Con Leerlauf- Uep =5V, Ig=20, f = 140 kHz [ [ pF
Ausgangskapazitit
Cib Leerlauf- Ugs =05V, lg=0, f = 140 kHz 6 -] pF

Eingangskapazitiat
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Rauschwerte bel Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen 2N2483 2N2484 Ein=
max max helt
F  mittlerer Rauschiaktor Ugcg =5V, lg= 10 pA, 4 3 dB
Rg = 10 kQ

aquivalente Rauschbandbrelte 15,7 kHz
fi = 10 Hz; f3 = 10 kHz

F Rauschfaktor Upg =5V, lg= 10 pA, 18 10 dB
Fig = 10 kD, = 100 Hz
Af = 20 Hz

F  Rauschiaktor Ugg =5V, lg=10 A, 4 3 dB
Rg = 10 kR, 1= 1kHz
df = 200 Hz
Ugg =5V, lg=10 pA, 3 2 dB
Fg = 10 kQ, f= 10 kHz
At = 2 kHz

Bemerkung:

4, ImpulsméBig gemessen: Impulsbreite < 300 ps, Tastverhéltnis = 134,

* JEDEC registriert.
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